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ABSTRAK 

Politiofena (PT) yang merupakan konduktor elektrik polimer yang baik sesuai untuk 

diaplikasikan dalam pelbagai bidang termasuk bidang sensor cahaya. Kajian ini bertujuan 

menyediakan dan mencirikan filem nipis PT sebagai sensor cahaya. la meliputi proses 

penyediaan filem nipis PT melalui kaedah elektrokimia menggunakan elektrokimia 

impedan spektroskopi (EIS) di atas substrat kaca bersadur emas. Filem nipis PT yang 

terhasil dikaji dalam aspek sifat optik dan sifat elektriknya. Pencirian morfologi filem 

nipis politiofena dilakukan dengan menggunakan mikroskop pengimbas elektron (SEM) 

untuk mengesahkan kehadiran PT pada filem nipis. Filem nipis PT yang dihasilkan di 

atas kuartza dicerap spektrum serapan optiknya menggunakan alat spektrofotometer ultra 

lembayung-nampak untuk memperoleh panjang gel om bang 263 nm dan ju rang tenaga 4.2 

eV. Purata ketebalan filem nipis PT yang diperolehi melalui penolakan ketebalan substrat 

bersadur PT dan substrat tanpa PT bemilai 155.19 A (1551.9 nm) menggunakan 

ellipsometer. Kekonduksian filem nipis PT di dalam gelap iaitu 3.613 x 10-2 f
f 1m- 1 dan di 

bawah keamatan cahaya nampak yang menunjukkan kekonduksian berkadar langsung 

dengan keamatan cahaya nampak diperolehi dengan menggunakan penduga empat titik 

dan pironometer. Ciri linear kekonduksian PT terhadap keamatan cahaya ini 

menunjukkan filem nipis PT sesuai digunakan sebagai sensor cahaya pada keamatan 

cahaya nampak di sekitar 100 hingga 400 Wm. Dicadangkan pendopan ditambah pada 

PT untuk meningkatkan ciri-ciri kekonduksian, kandungan dan jenis pembawa cas. 
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ABSTRACT 

Polythiophene (PT) which known as a good electrical conductor polymer is suitable to 

apply in many field including light sensor field. The objectives of this research is to 

prepare and characterize PT thin film as light sensor. lt includes the preparation process 

of PT thin film over glass substrate coated with gold through electrochemical method 

using electrochemical impedance spectroscopy (EIS). PT thin film was studied in optic 

and electrical characterization. PT thin film's morphology characterization was done 

using scanning electron microscope (SEM) to make sure the PT presence on the thin film. 

The optical absorption spectrum of PT thin film which has been made on quartz was 

absorbed using ultraviolet visible spectrophotometer to obtain 263 run wavelength and 

energy gap within 4.2 eV. The average of PT thin film's thickness that is 155.19 A 

( 1551.9 nm) was achieved from the difference between substrate coated with PT and 

substrate without PT using ellypsometer. The conductivities of PT thin film in dark which 

is 3.613 x 10-2 
n-

1m- 1 and under visible light intensity which shows conductivity is 

proportional to visible light intensity was gained by using four point probe and 

pyronometer. This linear character shows that PT thin film is suitable to be used as a light 

sensor in range of 100 to 400 Wm of visible light intensity. It is recommend to add 

dopant in PT to increase its conductivity, content and charge carrier type. 
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